	ɪn əlɛktrɑnɪks, ə dajod ɪz ə tu- tərmənəl əlɛktrɑnɪk kəmponənt ðæt kəndəkts əlɛktrɪk kərənt ɪn onli wən dərɛkʃən. ðə tərm juʒəwəli rəfərz tu ə sɛmikəndəktər dajod, ðə most kɑmən tajp təde. ðɪs ɪz ə krɪstəlɑjn pis əv sɛmikəndəktər mətɪriəl kənɛktəd tu tu əlɛktrɪkəl tərmənəlz.[ 1] ə vækjum tub dajod ( naw lɪtəl juzd ɪksɛpt ɪn səm haj- pawər tɛknɑlɪdʒiz) ɪz ə vækjum tub wɪθ tu əlɛktrodz: ə plet ænd ə kæθod.
	In electronics, a diode is a two-terminal electronic component that conducts electric current in only one direction. The term usually refers to a semiconductor diode, the most common type today. This is a crystalline piece of semiconductor material connected to two electrical terminals.[1] A vacuum tube diode (now little used except in some high-power technologies) is a vacuum tube with two electrodes: a plate and a cathode.
	В електроніці, діод складається з двох терміналів електронних компонент, який проводить електричний струм тільки в одному напрямку. Термін зазвичай відноситься до напівпровідниковий діод, найбільш поширений тип сьогодні. . Це кристалічна частина напівпровідникового матеріалу, пов'язаного з двома електричними контактами [1] вакуумного діода трубки (в даний час практично не використовується, за винятком деяких потужних технології), вакуумну трубку з двома електродами: пластини і катода. 

	ðə most kɑmən fəŋkʃən əv ə dajod ɪz tu əlaw æn əlɛktrɪk kərənt tu pæs ɪn wən dərɛkʃən ( kɒld ðə diode|s fɔrwərd dərɛkʃən) wajl blɑkɪŋ kərənt ɪn ðə ɑpəzət dərɛkʃən ( ðə rɪvərs dərɛkʃən). ðəs, ðə dajod kæn bi θɒt əv æz æn əlɛktrɑnɪk vərʒən əv ə tʃɛk vælv. ðɪs unidirectional bəhevjər ɪz kɒld rɛktəfəkeʃən, ænd ɪz juzd tu kɑnvərt ɒltərnetɪŋ kərənt tu dərɛkt kərənt, ænd tu ɪkstrækt mɑdʒəleʃən frəm redio sɪgnəlz ɪn redio rəsivərz.
	The most common function of a diode is to allow an electric current to pass in one direction (called the diode's forward direction) while blocking current in the opposite direction (the reverse direction). Thus, the diode can be thought of as an electronic version of a check valve. This unidirectional behavior is called rectification, and is used to convert alternating current to direct current, and to extract modulation from radio signals in radio receivers.
	Найбільш поширені функції діода, щоб електричний струм в одному напрямку (так званий прямому напрямку діода), блокуючи струм у протилежному напрямку (зворотному напрямку). Таким чином, діод може розглядатися як електронна версія зворотний клапан. Це односпрямований поведінка називається випрямлення, і використовується для перетворення змінного струму в постійний, і для вилучення із модуляції радіосигналів в радіоприймачах. 

	hɑwɛvər, dajodz kæn hæv mɔr kɑmpləketəd bəhevjər ðæn ðɪs sɪmpəl ɑn- ɒf ækʃən. ðɪs ɪz du tu ðɛr kɑmplɛks nɑn- lɪniər əlɛktrɪkəl kɛrəktərɪstɪks, wɪtʃ kæn bi telərd baj vɛriɪŋ ðə kənstrəkʃən əv ðɛr pi- ɛn dʒəŋkʃən. ðiz ɑr ɛksplɔjtəd ɪn spɛʃəl pərpəs dajodz ðæt pərfɔrm mɛni dɪfərənt fəŋkʃənz. fɔr ɪgzæmpəl, spɛʃəlɑjzd dajodz ɑr juzd tu rɛgjəlet voltədʒ ( zener dajodz), tu əlɛktrɑnɪkəli tun redio ænd tivi rəsivərz ( varactor dajodz), tu dʒɛnəret redio frikwənsi ɑsəleʃənz ( tənəl dajodz), ænd tu prədus lajt ( lajt ɛmɪtɪŋ dajodz). tənəl dajodz ɪgzɪbət nɛgətɪv rəzɪstəns, wɪtʃ meks ðɛm jusfəl ɪn səm tajps əv sərkəts.


	However, diodes can have more complicated behavior than this simple on-off action. This is due to their complex non-linear electrical characteristics, which can be tailored by varying the construction of their P-N junction. These are exploited in special purpose diodes that perform many different functions. For example, specialized diodes are used to regulate voltage (Zener diodes), to electronically tune radio and TV receivers (varactor diodes), to generate radio frequency oscillations (tunnel diodes), and to produce light (light emitting diodes). Tunnel diodes exhibit negative resistance, which makes them useful in some types of circuits.
	Однак, діоди можуть мати більш складну поведінку, ніж ця проста на-разова акція. Це пов'язано з їх складних нелінійних електричних характеристик, які можуть бути адаптовані до різних будівництво їх з'єднання PN. Вони експлуатуються в спеціальних діодів цілі, які виконують різні функції. Наприклад, спеціалізовані діоди використовуються для регулювання напруги (стабілітрони), в електронному радіо настройки і телевізійних приймачів (варактор діоди), для створення радіо частоти коливань (тунельні діоди), а також для створення світла (світлодіоди). Тунельні діоди виставку негативного опору, що робить їх корисними в деяких типах схем. 

	dajodz wər ðə fərst sɛmikəndəktər əlɛktrɑnɪk dɪvajsəz. ðə dɪskəvəri əv crystals| rɛktəfɑjɪŋ əbɪlətiz wəz med baj dʒərmən fɪzəsɪst fərdənænd brɒn ɪn 1874. ðə fərst sɛmikəndəktər dajodz, kɒld kæts wɪskər dajodz, dɪvɛləpt ərawnd 1906, wər med əv mɪnərəl krɪstəlz sətʃ æz gəlinə. təde most dajodz ɑr med əv sɪləkən, bət əðər sɛmikəndəktərz sətʃ æz germanium ɑr səmtajmz juzd.[ 2]
	Diodes were the first semiconductor electronic devices. The discovery of crystals' rectifying abilities was made by German physicist Ferdinand Braun in 1874. The first semiconductor diodes, called cat's whisker diodes, developed around 1906, were made of mineral crystals such as galena. Today most diodes are made of silicon, but other semiconductors such as germanium are sometimes used.[2]
	Діоди були першими напівпровідникових електронних пристроїв. Відкриття виправлення здатності кристалів виступив німецький фізик Фердинанд Браун в 1874 році. Перший напівпровідникових діодів, вусів називають кішки діодів, розроблені близько 1906 року, були зроблені з мінеральних кристалів, таких як галеніту. Сьогодні більшість діодів з кремнію, а й інших таких напівпровідниках, як германій, іноді використовується [2]. 

	ɒlðo ðə krɪstəl sɛmikəndəktər dajod wəz pɑpjələr bəfɔr ðə thermionic dajod, thermionic ænd sɑləd stet dajodz wər dɪvɛləpt ɪn pɛrəlɛl.
	Although the crystal semiconductor diode was popular before the thermionic diode, thermionic and solid state diodes were developed in parallel.
	Хоча кристал напівпровідникового діода була популярна до термоелектронної діода, термо-і твердий стан діодів були розроблені паралельно. 

	ɪn 1873 frɛdrɪk gəθri dɪskəvərd ðə besɪk prɪnsəpəl əv ɑpəreʃən əv thermionic dajodz.[ 3] gəθri dɪskəvərd ðæt ə pɑzətɪvli tʃɑrdʒd electroscope kʊd bi dɪstʃɑrdʒd baj brɪŋɪŋ ə grawndəd pis əv wajt- hɑt mɛtəl klos tu ɪt ( bət nɑt æktʃəwəli tətʃɪŋ ɪt). ðə sem dɪd nɑt əplaj tu ə nɛgətɪvli tʃɑrdʒd electroscope, ɪndəketɪŋ ðæt ðə kərənt flo wəz onli pɑsəbəl ɪn wən dərɛkʃən.
	In 1873 Frederick Guthrie discovered the basic principle of operation of thermionic diodes.[3] Guthrie discovered that a positively charged electroscope could be discharged by bringing a grounded piece of white-hot metal close to it (but not actually touching it). The same did not apply to a negatively charged electroscope, indicating that the current flow was only possible in one direction.
	У 1873 році Фредерік Гутрі відкрив основний принцип роботи термоелектронної діодів [3]. Гатрі виявив, що позитивно заряджений електроскоп може бути звільнений від чого заземленої частини розпечений метал близька до неї (але не торкаючись до нього). Ж не поширюється на негативно заряджених електроскоп, що свідчить про протікання струму можливо лише в одному напрямку. 

	tɑməs ɛdəsən ɪndəpɛndəntli ridəskəvərd ðə prɪnsəpəl ɑn fɛbjəwɛri 13, 1880. æt ðə tajm, ɛdəsən wəz ɪnvɛstəgetɪŋ waj ðə fɪləmənts əv hɪz kɑrbən- fɪləmənt lajt bəlbz nɪrli ɒlwez bərnd awt æt ðə pɑzətɪv- kənɛktəd ɛnd. hi hæd ə spɛʃəl bəlb med wɪθ ə mɛtəl plet sild ɪntu ðə glæs ɛnvəlop. juzɪŋ ðɪs dɪvajs, hi kənfərmd ðæt æn ɪnvɪzəbəl kərənt flod frəm ðə gloɪŋ fɪləmənt θru ðə vækjum tu ðə mɛtəl plet, bət onli wɛn ðə plet wəz kənɛktəd tu ðə pɑzətɪv səplaj.
	Thomas Edison independently rediscovered the principle on February 13, 1880. At the time, Edison was investigating why the filaments of his carbon-filament light bulbs nearly always burned out at the positive-connected end. He had a special bulb made with a metal plate sealed into the glass envelope. Using this device, he confirmed that an invisible current flowed from the glowing filament through the vacuum to the metal plate, but only when the plate was connected to the positive supply.
	Томас Едісон незалежно знову Принцип 13 лютого 1880 року. У той час, Едісон був розслідування, чому ниток його цибулини вуглець-світла з лампою розжарювання майже завжди згорів на позитивно пов'язані кінця. Він спеціальні лампи зроблені з металевою пластиною в запечатаному конверті скла. За допомогою цього пристрою, він підтвердив, що невидимий струм протікав від світної ниткою через вакуум до металевої пластини, але тільки тоді, коли платівка була пов'язана з позитивною харчування. 

	ɛdəsən dɪvajzd ə sərkət wɛr hɪz mɑdəfɑjd lajt bəlb əfɛktɪvli riplest ðə resistor ɪn ə dc voltmeter. ɛdəsən wəz əwɔrdəd ə pætənt fɔr ðɪs ɪnvɛnʃən ɪn 1884.[ 4] ðɛr wəz no əpɛrənt præktəkəl jus fɔr sətʃ ə dɪvajs æt ðə tajm. so, ðə pætənt æpləkeʃən wəz most lajkli sɪmpli ə prikɒʃən ɪn kes səmwən ɛls dɪd fajnd ə jus fɔr ðə so- kɒld ɛdəsən əfɛkt.
	Edison devised a circuit where his modified light bulb effectively replaced the resistor in a DC voltmeter. Edison was awarded a patent for this invention in 1884.[4] There was no apparent practical use for such a device at the time. So, the patent application was most likely simply a precaution in case someone else did find a use for the so-called Edison effect.
	Едісон розробив схему, де його зміна лампочка ефективно замінити резистор в вольтметр постійного струму. Едісон отримав патент на цей винахід у 1884 році [4]. Існував без видимих практичного використання таких пристроїв у той час. Таким чином, патентна заявка, швидше за все, просто запобіжний захід у випадку, якщо хто ж ще знайти застосування так званий ефект Едісона. 

	əbawt 20 jɪrz letər, dʒɑn æmbroz flɛmɪŋ ( sɑjəntɪfɪk ædvajzər tu ðə markoni kəmpəni ænd fɔrmər ɛdəsən ɛmplɔji) rilɑjzd ðæt ðə ɛdəsən əfɛkt kʊd bi juzd æz ə prisɪʒən redio dətɛktər. flɛmɪŋ pætəntəd ðə fərst tru thermionic dajod ɪn brɪtən ɑn novɛmbər 16, 1904[ 5] ( fɑlod baj ju. ɛs. pætənt 803, 684 ɪn novɛmbər 1905).
	About 20 years later, John Ambrose Fleming (scientific adviser to the Marconi Company and former Edison employee) realized that the Edison effect could be used as a precision radio detector. Fleming patented the first true thermionic diode in Britain on November 16, 1904[5] (followed by U.S. Patent 803,684 in November 1905).
	Близько 20 років по тому, Джон Амброз Флемінг (науковий радник компанії Марконі та колишнім співробітником Едісона) зрозумів, що ефект Едісона можна було б використовувати в якості детектора радіо точності. Флемінг запатентував перший справжній термоелектронної діода у Великобританії на 16 листопада 1904 [5] (з подальшим патент США 803684 в листопаді 1905 року). 

	ɪn 1874 dʒərmən sajəntəst kɑrl fərdənænd brɒn dɪskəvərd ðə " junəlætərəl kəndəkʃən" əv krɪstəlz.[ 6] brɒn pætəntəd ðə krɪstəl rɛktəfɑjər ɪn 1899.[ 7] kɑpər ɑksɑjd ænd səliniəm rɛktəfɑjərz wər dɪvɛləpt fɔr pawər æpləkeʃənz ɪn ðə 1930s.
	In 1874 German scientist Karl Ferdinand Braun discovered the "unilateral conduction" of crystals.[6] Braun patented the crystal rectifier in 1899.[7] Copper oxide and selenium rectifiers were developed for power applications in the 1930s.
	У 1874 році німецький вчений Карл Фердинанд Браун відкрив "односторонні провідності" кристалів [6]. Браун запатентував випрямляч кристала в 1899 році [7]. Оксиду міді і селену випрямлячі були розроблені для силових ланцюгів в 1930 році. 

	ɪndiən sajəntəst jagadish tʃændrə boz wəz ðə fərst tu jus ə krɪstəl fɔr dətɛktɪŋ redio wevz ɪn 1894.[ sajteʃən nidəd] ðə krɪstəl dətɛktər wəz dɪvɛləpt ɪntu ə præktəkəl dɪvajs fɔr wajrləs redio rəsɛpʃən baj grinlif wɪtiər pɪkɑrd, hu ɪnvɛntəd ə sɪləkən krɪstəl dətɛktər ɪn 1903 ænd rəsivd ə pætənt fɔr ɪt ɑn novɛmbər 20, 1906.[ 8] əðər ɪkspɛrəmɛntərz trajd ə vərajəti əv əðər səbstənsəz, əv wɪtʃ ðə most wajdli juzd wəz ðə mɪnərəl gəlinə ( lɛd səlfɑjd). əðər səbstənsəz ɒfərd slajtli bɛtər pərfɔrməns, bət gəlinə wəz most wajdli juzd bɪkɒz ɪt hæd ðə ædvæntɪdʒ əv biɪŋ tʃip ænd izi tu əbten. ðə krɪstəl dətɛktər ɪn ðiz ərli redio sɛts kənsɪstəd əv æn ədʒəstəbəl wajər pɔjnt- kɑntækt ( ðə so- kɒld " kæts wɪskər") wɪtʃ kʊd bi mænjuəli muvd ovər ðə fes əv ðə krɪstəl ɪn ɔrdər tu əbten ɑptəməm sɪgnəl. ðɪs trəbəlsəm dɪvajs wəz kwɪkli supərsidəd baj thermionic dajodz, bət ðə krɪstəl dətɛktər letər rətərnd tu dɑmənənt jus wɪθ ðə ædvɛnt əv ɪnɪkspɛnsɪv fɪkst- germanium dajodz ɪn ðə 1950s.
	Indian scientist Jagadish Chandra Bose was the first to use a crystal for detecting radio waves in 1894.[citation needed] The crystal detector was developed into a practical device for wireless radio reception by Greenleaf Whittier Pickard, who invented a silicon crystal detector in 1903 and received a patent for it on November 20, 1906.[8] Other experimenters tried a variety of other substances, of which the most widely used was the mineral galena (lead sulfide). Other substances offered slightly better performance, but galena was most widely used because it had the advantage of being cheap and easy to obtain. The crystal detector in these early radio sets consisted of an adjustable wire point-contact (the so-called "cat's whisker") which could be manually moved over the face of the crystal in order to obtain optimum signal. This troublesome device was quickly superseded by thermionic diodes, but the crystal detector later returned to dominant use with the advent of inexpensive fixed-germanium diodes in the 1950s.
	Індійський учений Jagadish Чандра Бозе був першим, хто використовував кристала для виявлення радіо-хвиль в 1894 році. [Джерело?] Кристалічний детектор був розроблений у практичні пристрої для бездротового прийому радіо Грінліф Уиттиер Пікард, який винайшов детектор кристала кремнію в 1903 році і отримала патент на це 20 листопада 1906 року. [8] Інші експериментатори намагалися ряд інших речовин, з яких найбільш широко використовували мінеральні галеніту (сульфіду свинцю). Інші речовини, запропонували дещо вищу продуктивність, але Галена була найбільш широко використовується, оскільки він володіє тим перевагою, бути дешевими і легко отримати. Кристалічний детектор у ці перші радіоприймачі складалися з регульованою дроти точковим контактом ("вусів кішка" так називається), які можуть бути вручну переміщені на межі кристала з метою отримання оптимального сигналу. Це клопітно пристрій було швидко замінено термоелектронної діодів, але кристалічний детектор пізніше повернувся до домінуючої використання з появою недорогих діодів фіксованого германії в 1950-х років. 

	æt ðə tajm əv ðɛr ɪnvɛnʃən, sətʃ dɪvajsəz wər non æz rɛktəfɑjərz. ɪn 1919, wɪljəm hɛnri ɛkəlz kɔjnd ðə tərm dajod frəm ðə grik ruts diə, minɪŋ θru, ænd od ( frəm minɪŋ), pæθ.
	At the time of their invention, such devices were known as rectifiers. In 1919, William Henry Eccles coined the term diode from the Greek roots dia, meaning “through”, and ode (from ὅδος), meaning “path”.
	На момент їх винаходи, такі пристрої були відомі як випрямлячі. У 1919 році Вільям Генрі Еклс придумав термін діода від грецьких коренів діаметром, що означає "через" і ОДУ (від ὅδος), що означає "шлях". 

	ðɛr ɑr sɛvrəl tajps əv dʒəŋkʃən dajodz, wɪtʃ iðər ɛmfəsɑjz ə dɪfərənt fɪzɪkəl æspɛkt əv ə dajod ɒfən baj dʒiəmɛtrɪk skelɪŋ, doping lɛvəl, tʃuzɪŋ ðə rajt əlɛktrodz, ɑr dʒəst æn æpləkeʃən əv ə dajod ɪn ə spɛʃəl sərkət, ɔr ɑr rɪli dɪfərənt dɪvajsəz lajk ðə gən ænd lezər dajod ænd ðə mosfet:
	There are several types of junction diodes, which either emphasize a different physical aspect of a diode often by geometric scaling, doping level, choosing the right electrodes, are just an application of a diode in a special circuit, or are really different devices like the Gunn and laser diode and the MOSFET:
	Є кілька типів площинних діодів, які або підкреслюють різні фізичні аспекти діода часто геометричний скейлінг, рівень легування, право вибору електродів, тільки застосування діодів в спеціальної схеми, або дійсно різних пристроїв, таких як Ганн і лазерних діодів і транзисторів MOSFET: 

	nɔrməl ( pi- ɛn) dajodz, wɪtʃ ɑpəret æz dəskrajbd əbəv, ɑr juʒəwəli med əv dopt sɪləkən ɔr, mɔr rɛrli, germanium. bəfɔr ðə dɪvɛləpmənt əv mɑdərn sɪləkən pawər rɛktəfɑjər dajodz, cuprous ɑksɑjd ænd letər səliniəm wəz juzd; ɪts lo əfɪʃənsi gev ɪt ə mətʃ hajər fɔrwərd voltədʒ drɑp ( tɪpəkli 1. 4 tu 1. 7 vi pər sɛl, wɪθ məltəpəl sɛlz stækt tu ɪnkris ðə pik ɪnvərs voltədʒ retɪŋ ɪn haj voltədʒ rɛktəfɑjərz), ænd rikwajərd ə lɑrdʒ hit sɪŋk ( ɒfən æn ɪkstɛnʃən əv ðə dajod smetal səbstret), mətʃ lɑrdʒər ðæn ə sɪləkən dajod əv ðə sem kərənt retɪŋz wʊd rikwajər. ðə væst mədʒɔrəti əv ɒl dajodz ɑr ðə pi- ɛn dajodz fawnd ɪn simos ɪntəgretəd sərkəts, wɪtʃ ɪnklud tu dajodz pər pɪn ænd mɛni əðər ɪntərnəl dajodz.
	Normal (p-n) diodes, which operate as described above, are usually made of doped silicon or, more rarely, germanium. Before the development of modern silicon power rectifier diodes, cuprous oxide and later selenium was used; its low efficiency gave it a much higher forward voltage drop (typically 1.4 to 1.7 V per “cell”, with multiple cells stacked to increase the peak inverse voltage rating in high voltage rectifiers), and required a large heat sink (often an extension of the diode’s metal substrate), much larger than a silicon diode of the same current ratings would require. The vast majority of all diodes are the p-n diodes found in CMOS integrated circuits, which include two diodes per pin and many other internal diodes.
	Нормальний (PN) діодів, які працюють як описано вище, як правило, зроблені з легованого кремнію або, рідше, германію. До появи сучасних кремнієвих діодів силового випрямляча, оксид міді і селену пізніше був використаний, його низька ефективність дав набагато вище прямого падіння напруги (зазвичай від 1,4 до 1,7 В на "осередку", з кількома осередками складені для збільшення пікової напруги зворотного рейтинг у високовольтних випрямлячів), і вимагає великих радіатора (часто розширення металевої підкладці діода), значно більше, ніж кремнію діод же струм рейтингів зажадає. Переважна більшість всіх діодів діодів виявили в КМОП інтегральних схем, які включають в себе два діоди на контакт і багато інших внутрішні діоди.


